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ストレージクラスクラスメモリとして注目されている相変化メ

モリの材料系はカルコゲナイド物質に限られ、GeSbTe 合金等の結

晶-アモルファス相変化を駆動原理とするが [1]、GeTe/Sb2Te3 超格

子での局所原子配列制御や、MnTe での結晶相変化を原理とした相

変化メモリ動作も報告されている  [2,3]。本研究では、岩塩層

(Sr1.5Bi0.5)O2とペロブスカイト層 SrNiO3の積層構造からなる層状酸

化物 Sr2.5Bi0.5NiO5のバルク多結晶体 (Fig. 1)において、酸化物系で

初めて、結晶相の熱的スイッチングによる大きな電気抵抗率変化を

見出したので報告する。 

Sr2.5Bi0.5NiO5のバルク多結晶試料を、SrO、Bi2O3、NiO 粉末を用

いて固相反応により合成した。得られた Sr2.5Bi0.5NiO5では岩塩層の

Sr/Bi 配列が秩序化しており、室温の電気抵抗率 (RT)は 5.5 × 10−2 

Ωcmと低かったが、600 °Cの大気アニールにより Sr/Bi配列が無秩

序化し、RTは 2.0 × 100 Ωcmと約 102倍増大した (Fig. 2a)。その

無秩序配列は、950 °C の大気アニールにより秩序配列に戻った 

(Fig. 2a)。また、秩序配列 Sr2.5Bi0.5NiO5を 800 °Cで大気アニールす

ると、ダブルペロブスカイト構造の Sr2BiNiO4.5に変化し、RTは 1.4 

× 107 Ωcmと約 109倍増大した (Fig. 2b)。このダブルペロブスカイ

ト構造も、950 °Cの大気アニールにより秩序配列 Sr2.5Bi0.5NiO5に戻

った (Fig. 2b)。これらの巨大な電気抵抗率変化は、相変化メモリに

応用できる可能性がある。講演では、結晶構造の相変化のアニール

温度依存性の詳細も含めて、Sr2.5Bi0.5NiO5における熱的スイッチン

グ現象を議論する。 
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Fig 1. Crystal structure of
Sr2.5Bi0.5NiO5. 

 

Fig 2. Thermal switching of 
electrical resistivity in 
Sr2.5Bi0.5NiO5 
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